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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ＥＬ素子を駆動するための駆動ＴＦＴと、
　前記駆動ＴＦＴに接続されてＥＬ素子の電極となる画素電極と、
　ＥＬ素子に電流供給あるいは電流排出を行うために配設される第１のコモン配線と、
　前記第１のコモン配線とは画素の水平ライン毎あるいは垂直カラム毎に交互に前記駆動
ＴＦＴと接続され、ＥＬ素子に電流供給あるいは電流排出を行うために配設される第２の
コモン配線と、
　前記第１のコモン配線および前記第２のコモン配線の何れか一方を前記画素電極に接続
させるためのスイッチ用ＴＦＴと、
　画素を選択するためのセレクト配線と
　を含み、
　前記スイッチ用ＴＦＴのオン・オフ制御を前記セレクト配線を用いて行うこと
　を特徴とするＴＦＴアレイ。
【請求項２】
　前記スイッチ用ＴＦＴのオン・オフ制御は、当該スイッチ用ＴＦＴのオン・オフ制御が
なされる画素以外の画素を選択するために用意されたセレクト配線で行うことを特徴とす
る請求項１記載のＴＦＴアレイ。
【請求項３】
　前記スイッチ用ＴＦＴは、直列接続された第１のスイッチ用ＴＦＴと第２のスイッチ用
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ＴＦＴで構成され、当該第１のスイッチ用ＴＦＴと当該第２のスイッチ用ＴＦＴのオン・
オフ制御は、その画素を選択するために用意されたセレクト配線およびその画素以外の画
素を選択するために用意されたセレクト配線によって行うことを特徴とする請求項１記載
のＴＦＴアレイ。
【請求項４】
　ＥＬ素子を駆動するための駆動ＴＦＴと、
　前記駆動ＴＦＴに接続されてＥＬ素子の電極となる画素電極と、
　ＥＬ素子に電流供給あるいは電流排出を行うために配設される第１のコモン配線と、
　前記第１のコモン配線とは画素の水平ライン毎あるいは垂直カラム毎に交互に前記駆動
ＴＦＴと接続され、ＥＬ素子に電流供給あるいは電流排出を行うために配設される第２の
コモン配線と、
　前記第１のコモン配線および前記第２のコモン配線の何れか一方を前記画素電極に接続
させるためのダイオードと
　を含み、
　前記ダイオードの前記画素電極に接続される端子の極性はＥＬ素子の当該画素電極に接
続される端子の極性と一致していること
　を特徴とするＴＦＴアレイ。
【請求項５】
　ＥＬ素子と、
　前記ＥＬ素子を駆動するための駆動ＴＦＴと、
　前記駆動ＴＦＴに接続されて前記ＥＬ素子の電極となる画素電極と、
　前記ＥＬ素子に電流供給あるいは電流排出を行うために配設される第１のコモン配線と
、
　前記第１のコモン配線とは画素の水平ライン毎あるいは垂直カラム毎に交互に前記駆動
ＴＦＴと接続され、前記ＥＬ素子に電流供給あるいは電流排出を行うために配設される第
２のコモン配線と、
　前記第１のコモン配線および前記第２のコモン配線の何れか一方を前記画素電極に接続
させるためのスイッチ用ＴＦＴと、
　画素を選択するためのセレクト配線と
　を含み、
　前記スイッチ用ＴＦＴのオン・オフ制御を前記セレクト配線を用いて行うこと
　を特徴とする表示パネル。
【請求項６】
　前記スイッチ用ＴＦＴは、直列接続された第１のスイッチ用ＴＦＴと第２のスイッチ用
ＴＦＴで構成され、当該第１のスイッチ用ＴＦＴと当該第２のスイッチ用ＴＦＴのオン・
オフ制御は、その画素を選択するために用意されたセレクト配線およびその画素以外の画
素を選択するために用意されたセレクト配線でなされることを特徴とする請求項５記載の
表示パネル。
【請求項７】
　ＥＬ素子と、
　前記ＥＬ素子を駆動するための駆動ＴＦＴと、
　前記駆動ＴＦＴに接続されて前記ＥＬ素子の電極となる画素電極と、
　前記ＥＬ素子に電流供給あるいは電流排出を行うために配設される第１のコモン配線と
、
　前記第１のコモン配線とは画素の水平ライン毎あるいは垂直カラム毎に交互に前記駆動
ＴＦＴと接続され、前記ＥＬ素子に電流供給あるいは電流排出を行うために配設される第
２のコモン配線と、
　前記第１のコモン配線および前記第２のコモン配線の何れか一方を前記画素電極に接続
させるためのダイオードと
　を含み、
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　前記ダイオードの前記画素電極に接続される端子の極性は、前記ＥＬ素子の当該画素電
極に接続される端子の極性と一致すること
　を特徴とする表示パネル。
【請求項８】
　前記第１のコモン配線および前記第２のコモン配線は、通常の画素表示時には同じ電位
に接続されることを特徴とする請求項５または７に記載の表示パネル。
【請求項９】
　ＥＬ素子を駆動するための駆動ＴＦＴと当該駆動ＴＦＴに接続されてＥＬ素子の電極と
なる画素電極を備え、実装されるコモン配線が第１のコモン配線と第２のコモン配線との
２系統に分割され且つ画素の水平ライン毎あるいは垂直カラム毎に当該第１のコモン配線
と当該第２のコモン配線とが交互に当該駆動ＴＦＴに接続され、当該第１のコモン配線お
よび当該第２のコモン配線の何れか一方を当該画素電極に接続させるためのスイッチ用Ｔ
ＦＴと、画素を選択するためのセレクト配線とを含み、当該スイッチ用ＴＦＴのオン・オ
フ制御を当該セレクト配線を用いて行うＴＦＴアレイの検査方法であって、
　前記第１のコモン配線および前記第２のコモン配線の何れか一方を高電位、他方を低電
位に接続し、
　前記第１のコモン配線および前記第２のコモン配線の前記一方から前記他方に向けて前
記駆動ＴＦＴを流れる駆動電流を測定することを特徴とするＴＦＴアレイの検査方法。
【請求項１０】
　前記駆動電流を測定した後、前記第１のコモン配線および前記第２のコモン配線の前記
一方を低電位、前記他方を高電位に切り替えて接続し、
　前記駆動ＴＦＴを流れる駆動電流を測定することを特徴とする請求項９記載のＴＦＴア
レイの検査方法。
【請求項１１】
　前記第１のコモン配線および前記第２のコモン配線の電位の切り替えは、画素検査毎に
なされる交互の切り替えであることを特徴とする請求項１０記載のＴＦＴアレイの検査方
法。
【請求項１２】
　前記第１のコモン配線および前記第２のコモン配線の電位の切り替えは、偶数番目ある
いは奇数番目の画素の駆動ＴＦＴに対する駆動電流の測定後の切り替えであることを特徴
とする請求項１０記載のＴＦＴアレイの検査方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、有機ＥＬや無機ＥＬ等を用いた表示パネル等に係り、より詳しくは、アクテ
ィブマトリックス方式を用いたＥＬ表示パネル等に関する。
【背景技術】
【０００２】
　表示パネルの中で、有機ＥＬ(Electro Luminescence)や無機ＥＬを用いたＥＬパネルが
近年、非常に注目されている。ＥＬ素子は、通電することで材料自体が発光する化学物質
であり、化学構造を異ならせることで、異なった発光色を得ることができ、表示パネルへ
の利用研究が進められている。その中で、有機ＥＬ(以下、ＯＬＥＤ(Organic Light Emit
ting Diode)と呼ぶ)は、電場を加えることによって励起する蛍光性の有機化合物に直流電
流を流して発光させるものであり、薄型、高視野角、広いガミュート(Gamut)等の点から
次世代ディスプレイデバイスとして注目されている。このＯＬＥＤの駆動方式にはパッシ
ブ型とアクティブ型が存在するが、大画面、高精細のディスプレイを実現するには、材料
、寿命、クロストークの面でアクティブ型が適している。このアクティブ型では、一般に
、ＴＦＴ(Thin Film Transistor)駆動方式が採用されている。
【０００３】
　アクティブマトリックスＯＬＥＤ(ＡＭＯＬＥＤ)パネルの画素回路としては、論文等で
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様々な構成が提案されている。図２３(ａ)～(ｄ)は、ＯＬＥＤ用の各種画素回路の例を示
した図である。図２３(ａ)はブロディ(Brody)による２ＴＦＴ構成電圧プログラミング回
路を示しており、現在、主流の構成である。図２３(ｂ)はドーソン(Dawson)によるＶth補
正機能付き４ＴＦＴ構成電圧プログラミング回路を示し、図２３(ｃ)はドーソン(Dawson)
によるＶth補正機能付き４ＴＦＴ構成電流プログラミング回路を示している。また、図２
３(ｄ)は、カレントミラー方式４ＴＦＴ構成電流プログラミング回路を示している。図２
３(ａ)～(ｄ)に示す各種画素回路では、各々、Ｔ２(ｐ)で示す駆動ＴＦＴが用いられ、Ｏ
ＬＥＤが接続されている。また、Ｖddで示すコモン配線を経由して、各画素回路に電源が
供給されている。
【０００４】
　公報記載の従来技術として、例えば、有機ＥＬ素子などに代表される電流制御型発光素
子を用いた表示パネルの消費電力を削減するために、発光素子と電流供給手段との間にス
イッチ手段を挿入した技術が存在する(例えば、特許文献１参照。)。また、例えば、有機
ＥＬ素子における残像の発生を防止するために、画素電極の電位をマイナス電源に接続す
るためのＴＦＴと画素容量をリセットするためのＴＦＴを追加し、プログラミング前に有
機ＥＬ素子を消灯できるようにした技術が存在する(例えば、特許文献２参照。)。更に、
例えば、液晶表示パネル等において、コモン配線を２系統に分割し、コモン配線の各々を
それぞれ短絡する短絡配線と、全てのセグメント配線を短絡する短絡配線とを予め形成し
ておき、これらの短絡配線の各々を介して画素に対して駆動電圧を印加して、画素の点灯
を検査する技術が開示されている(例えば、特許文献３参照。)。
【０００５】
【特許文献１】特開２００２－２７８４９７号公報(第４頁、図３)
【特許文献２】特開２００２－２４４６１７号公報(第３－４頁、図１)
【特許文献３】特開２００２－３２８６２７号公報(第３頁、図１)
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ここで、アクティブマトリックスＯＬＥＤ(ＡＭＯＬＥＤ)の製造工程は、ＴＦＴアレイ
を作成するアレイ工程とＯＬＥＤをアレイ上に形成するセル工程に大別される。アレイ工
程後にＴＦＴアレイの検査を行うことができれば、セル工程に対する不良ＴＦＴアレイの
流出を防止でき、製造コストの削減が期待できる。ＡＭＯＬＥＤの画素回路には、図２３
(ａ)～(ｄ)に示したように、ＯＬＥＤを駆動するための駆動ＴＦＴ(図２３に示すＴ２(ｐ
))があり、この駆動ＴＦＴの特性ばらつきはＡＭＯＬＥＤパネルの画質に深刻な悪影響を
及ぼす。そのために、この駆動ＴＦＴの特性検査をＯＬＥＤ形成前に行うことが望まれて
いる。しかし、ＯＬＥＤ形成前の画素回路では、駆動ＴＦＴにＯＬＥＤが接続されていな
いため、駆動ＴＦＴがオープンドレインあるいはオープンソースとなり、駆動ＴＦＴに電
流経路が存在しない。そのために、駆動ＴＦＴに電流を流すことができず、特性検査も非
常に困難である。
【０００７】
　上記特許文献１および２では、画素回路にＴＦＴを追加することにより、本来の画像表
示機能以外の付加機能を実現しているが、上記特許文献１に記載の技術では、単に表示の
発光デュティを制御する機構であり、駆動ＴＦＴの検査に利用することはできない。また
、上記特許文献２に記載の技術では、提案されている機能を使用すると強制的に駆動ＴＦ
Ｔはオフ状態に固定され、検査目的には応用できるものではない。更に、上記特許文献３
に記載の技術では、コモン配線を２系統に分割する点で、後述する本件発明の構成と類似
する点はあるが、それ以外の点では関連する技術部分はなく、ＥＬ素子を駆動する駆動Ｔ
ＦＴの検査には利用することができない。
【０００８】
　本発明は、以上のような技術的課題を解決するためになされたものであって、その目的
とするところは、新たな検査用配線を導入せずに、駆動ＴＦＴの特性検査を可能とするこ
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とにある。
　また他の目的は、画素回路レイアウトへの影響を小さくし、各画素の発光部面積の縮小
を小さく留めることにある。
　更に他の目的は、ＯＬＥＤパネルにおいて、ＴＦＴアレイ単体で駆動ＴＦＴの各種特性
に対する測定を簡易に行うことにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　かかる目的のもと、本発明では、画素電極に電源あるいはＧＮＤを接続するための配線
(通常、コモン配線と呼ぶ)を２系統に分割した。また、各画素回路では、画素電極とコモ
ン配線間に接続スイッチの役割を果たすＴＦＴを追加した。これによって、電源を供給す
るためのコモン配線から他方のコモン配線への電流経路を確保することで、駆動ＴＦＴに
流れる電流をコモン配線で観測することを可能としている。即ち、本発明が適用されるＴ
ＦＴアレイは、ＥＬ素子を駆動するための駆動ＴＦＴと、駆動ＴＦＴに接続されてＥＬ素
子の電極となる画素電極と、ＥＬ素子に電流供給あるいは電流排出を行うために配設され
る第１のコモン配線と、この第１のコモン配線とは画素の水平ライン毎あるいは垂直カラ
ム毎に交互に駆動ＴＦＴと接続され、ＥＬ素子に電流供給あるいは電流排出を行うために
配設される第２のコモン配線と、第１のコモン配線および第２のコモン配線の何れか一方
を画素電極に接続させるためのスイッチ用ＴＦＴと、画素を選択するためのセレクト配線
とを含み、スイッチ用ＴＦＴのオン・オフ制御をセレクト配線を用いて行うことを特徴と
する。
　 
【００１０】
　ＴＦＴのオン・オフ制御は、このＴＦＴのオン・オフ制御がなされる画素以外の画素を
選択するために用意されたセレクト配線で行うことを特徴とすることができる。更に、こ
の接続スイッチはダイオードを含み、ダイオードの画素電極に接続される端子の極性はＥ
Ｌ素子の画素電極に接続される端子の極性と一致していることを特徴とすることができる
。また更に、この接続スイッチは、直列接続された第１のスイッチ用ＴＦＴと第２のスイ
ッチ用ＴＦＴで構成され、第１のスイッチ用ＴＦＴと第２のスイッチ用ＴＦＴのオン・オ
フ制御は、その画素を選択するために用意されたセレクト配線およびその画素以外の画素
を選択するために用意されたセレクト配線によって行うことを特徴とすることができる。
　 
【００１１】
　他の観点から把えると、本発明が適用されるＴＦＴアレイは、ＥＬ素子を駆動する駆動
ＴＦＴと、駆動ＴＦＴに接続されてＥＬ素子の電極となる画素電極と、ＥＬ素子に電流供
給あるいは電流排出を行うために配設される第１のコモン配線と、この第１のコモン配線
とは画素の水平ライン毎あるいは垂直カラム毎に交互に駆動ＴＦＴと接続され、ＥＬ素子
に電流供給あるいは電流排出を行うために配設される第２のコモン配線とを含み、第１の
コモン配線および第２のコモン配線の何れか一方に高電位、他方に低電位を供給して、駆
動ＴＦＴの電流測定を行うことにより駆動ＴＦＴの検査を可能としたことを特徴とする。
　 
【００１２】
　ここで、この駆動ＴＦＴの検査は、奇数番目または偶数番目の何れか一方の並びの画素
における駆動ＴＦＴの電流測定を行った後、第１のコモン配線および第２のコモン配線の
電位を相互に切り替えて、奇数番目または偶数番目の他方の並びの画素の駆動ＴＦＴの電
流測定を行うことを可能としている。また、この駆動ＴＦＴの検査を可能とする手段は、
第１のコモン配線の電位と第２のコモン配線の電位とを画素検査毎に交互に切り替えなが
ら駆動ＴＦＴの検査を行うことを可能としている。
 
【００１３】
　　一方、本発明が適用される表示パネルは、ＥＬ素子と、このＥＬ素子を駆動するため
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の駆動ＴＦＴと、駆動ＴＦＴに接続されてＥＬ素子の電極となる画素電極と、ＥＬ素子に
電流供給あるいは電流排出を行うために配設される第１のコモン配線と、この第１のコモ
ン配線とは画素の水平ライン毎あるいは垂直カラム毎に交互に駆動ＴＦＴと接続され、Ｅ
Ｌ素子に電流供給あるいは電流排出を行うために配設される第２のコモン配線と、第１の
コモン配線および第２のコモン配線の何れか一方を画素電極に接続させるためのスイッチ
用ＴＦＴと、画素を選択するためのセレクト配線とを含み、スイッチ用ＴＦＴのオン・オ
フ制御をセレクト配線を用いて行うことを特徴とする。
　 
【００１４】
　ここで、スイッチ用ＴＦＴは、直列接続された第１のスイッチ用ＴＦＴと第２のスイッ
チ用ＴＦＴで構成され、第１のスイッチ用ＴＦＴと第２のスイッチ用ＴＦＴのオン・オフ
制御は、その画素を選択するために用意されたセレクト線およびその画素以外の画素を選
択するために用意されたセレクト線でなされることを特徴としている。更に、この接続ス
イッチはダイオードを含み、このダイオードの画素電極に接続される端子の極性は、ＥＬ
素子の画素電極に接続される端子の極性と一致することを特徴とすることができる。また
更に、この第１のコモン配線および第２のコモン配線は、通常の画素表示時には同じ電位
に接続されることを特徴とすることができる。
　 
【００１５】
　しかして、本発明を方法のカテゴリから把えると、本発明は、ＥＬ素子を駆動するため
の駆動ＴＦＴと駆動ＴＦＴに接続されてＥＬ素子の電極となる画素電極を備え、実装され
るコモン配線が第１のコモン配線と第２のコモン配線との２系統に分割され且つ画素の水
平ライン毎あるいは垂直カラム毎に第１のコモン配線と第２のコモン配線とが交互に駆動
ＴＦＴに接続され、第１のコモン配線および第２のコモン配線の何れか一方を画素電極に
接続させるためのスイッチ用ＴＦＴと、画素を選択するためのセレクト配線とを含み、ス
イッチ用ＴＦＴのオン・オフ制御をセレクト配線を用いて行うＴＦＴアレイの検査方法で
あって、第１のコモン配線および第２のコモン配線の何れか一方を高電位、他方を低電位
に接続し、第１のコモン配線および第２のコモン配線の一方から他方に向けて駆動ＴＦＴ
を流れる駆動電流を、コモン配線で測定することを特徴としている。ここで、駆動電流を
測定した後、第１のコモン配線および第２のコモン配線の一方を低電位、他方を高電位に
切り替えて接続し、駆動ＴＦＴを流れる駆動電流を測定することを特徴とすることができ
る。また、この第１のコモン配線および第２のコモン配線の電位の切り替えは、画素検査
毎になされる交互に切り替えることを特徴とすれば、連続して画素回路の検査が可能とな
る点で好ましい。更にこの第１のコモン配線および第２のコモン配線の電位の切り替えは
、偶数番目あるいは奇数番目の画素の駆動ＴＦＴに対する駆動電流の測定後の切り替えで
あることを特徴とすれば、電位の切り替え動作が簡潔化できる点で優れている。
 
【００１６】
　更に、本発明は、アクティブマトリックスＯＬＥＤパネルの製造方法から把握すること
ができる。即ち、本発明が適用されるアクティブマトリックスＯＬＥＤパネルの製造方法
は、ＯＬＥＤ(Organic Light Emitting Diode)を駆動するための駆動ＴＦＴと、駆動ＴＦ
Ｔに接続されてＥＬ素子の電極となる画素電極とを備え、実装されるコモン配線が第１の
コモン配線と第２のコモン配線との２系統に分割され且つ水平ライン毎あるいは垂直カラ
ム毎に第１のコモン配線と第２のコモン配線とが交互に駆動ＴＦＴに接続され、第１のコ
モン配線および第２のコモン配線の何れか一方を画素電極に接続させるためのスイッチ用
ＴＦＴと画素を選択するためのセレクト配線とを含み、スイッチ用ＴＦＴのオン・オフ制
御をセレクト配線を用いて行うＴＦＴアレイを有するアクティブマトリックスを生成する
アレイ工程と、生成されたアクティブマトリックスパネルの機能検査を行う検査工程と、
検査工程により良品と判断されたアクティブマトリックスパネルに対してＯＬＥＤを実装
するセル工程とを含み、この検査工程は、アレイ工程により生成されたアクティブマトリ
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ックスパネルにおける第１のコモン配線および第２のコモン配線の何れか一方に高電位、
他方に低電位を供給した状態でビデオデータのプログラミングを行い、駆動ＴＦＴに流れ
る電流を、第１のコモン配線または第２のコモン配線で観測することにより検査を行うこ
とを特徴としている。ここで、このアレイ工程は、第１のコモン配線あるいは第２のコモ
ン配線の何れか一方が駆動ＴＦＴに直接あるいは他の回路を介して接続され、他方が接続
スイッチを通して画素電極に接続されるＴＦＴアレイを有するアクティブマトリックスを
生成することを特徴とすることができる。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明によれば、駆動ＴＦＴを有する表示パネルにおいて、駆動ＴＦＴの特性検査を簡
易に行うことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　以下、添付図面を参照して、本発明の実施の形態について詳細に説明する。
[実施の形態１]
　図１は、本実施の形態が適用されるＡＭＯＬＥＤの基本回路構成を示した図である。図
１に示す基本回路は、図２３(ａ)に示すブロディ(Brody)方式回路に本実施の形態を適用
している。この基本回路は、１画素毎に設けられる画素回路２０、電源Ｖddに接続される
２系統のコモン配線として、第１コモン配線(Ｖcom1)１１と第２コモン配線(Ｖcom2)１２
、ビデオデータが印加されるデータ線(Data)１３、ラインを選択するためのセレクトパル
スが順に印加されるセレクト線(Sel)１４を有している。
【００１９】
　各画素回路２０は、発光素子としてのＥＬ素子であるＯＬＥＤ(Organic Light Emittin
g Diode)２１、ＯＬＥＤ２１を駆動するための駆動ＴＦＴ(Ｔ２)２２、ＴＦＴアレイのみ
の状態(ＯＬＥＤ２１が未実装)で駆動ＴＦＴ２２に電流経路を与えるための接続スイッチ
であるスイッチ用ＴＦＴ(Ｔ３)２３を有している。また、セレクト線(Sel)１４により制
御されるセレクト用ＴＦＴ(Ｔ１)２４、画素容量(Ｃｓ)２５、および画素電極２６を備え
ている。セレクト用ＴＦＴ２４は、セレクト線１４の制御により、データ線１３から画素
容量２５にプログラミングを行う。
【００２０】
　本実施形態の目的は、駆動ＴＦＴ２２のＩd－Ｖgs特性やＶth、βなどの特性パラメー
タの測定が容易に行える画素回路構成とパネル構成を提供することにある。例えば図１の
最上段に示す画素１(Pixel1)の画素回路２０では、スイッチ用ＴＦＴ２３により、第１コ
モン配線(Ｖcom1)１１から第２コモン配線(Ｖcom2)１２への電流経路が実現される。この
ように、本実施の形態では、コモン配線を第１コモン配線(Ｖcom1)１１と第２コモン配線
(Ｖcom2)１２との２系統に分割して櫛型に配置した点と、画素回路２０にスイッチ用ＴＦ
Ｔ２３を追加することにより、駆動ＴＦＴ２２に検査用電流経路を与えた点に特徴がある
。
【００２１】
　図２は、コモン配線の基本構成を示した図である。前述のように、電源供給用コモン配
線は、第１コモン配線(Ｖcom1)１１と第２コモン配線(Ｖcom2)１２との２系統に分割され
、各画素回路２０毎に交互に接続される。各画素回路２０は、電源接続２７および検査用
接続２８を介して、第１コモン配線(Ｖcom1)１１および第２コモン配線(Ｖcom2)１２に接
続されている。画像表示を行う通常動作時では、第１コモン配線(Ｖcom1)１１と第２コモ
ン配線(Ｖcom2)１２とに同じ電源、あるいはグランド(ＧＮＤ)が接続される。検査時には
、第１コモン配線(Ｖcom1)１１と第２コモン配線(Ｖcom2)１２とに異なる電位が供給され
る。画素回路２０の中で、例えば図２に示すＰ１１を検査する場合には、第１コモン配線
(Ｖcom1)１１に電源、第２コモン配線(Ｖcom2)１２にＧＮＤを供給する。一方、図２に示
すＰ１２を検査する場合には、第１コモン配線(Ｖcom1)１１にＧＮＤ、第２コモン配線(
Ｖcom2)１２に電源を供給する。尚、図２では、第１コモン配線(Ｖcom1)１１と第２コモ
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ン配線(Ｖcom2)１２との配線端が開放になっているが、配線端同士を結線することも可能
である。
【００２２】
　次に、図１に示す基本回路の動作について説明する。
　図３は、図１に示す基本回路における通常の表示動作時の駆動波形を示した図である。
第１コモン配線(Ｖcom1)１１と第２コモン配線(Ｖcom2)１２は、例えば１０Ｖの電源Ｖdd
に接続される。セレクト線１４(図３ではSel1～Sel3)には、ラインを選択するためのセレ
クトパルスが順に印加される。このセレクトパルスに同期してデータ線(Data)１３にビデ
オデータを印加することにより、画素１、画素２、画素３と、順に表示動作(プログラミ
ング)を実行することができる。
【００２３】
　図４は、図１に示す基本回路にて、各画素回路２０における駆動ＴＦＴ２２の検査を順
に行う場合の駆動波形を示した図である。この検査時が通常動作時と異なるのは、セレク
トパルスに同期して、第１コモン配線(Ｖcom1)１１および第２コモン配線(Ｖcom2)１２の
電位を変化させている点である。図４に示すシーケンス４、５では、画素１(Pixel1)が選
択され、データ線(Data)１３からのデータ１(Data1)が画素１の画素容量(Ｃｓ)２５にプ
ログラミングされる。このとき、スイッチ用ＴＦＴ２３がオン状態であり、第２コモン配
線(Ｖcom2)１２がＧＮＤレベルにあるため、プログラミング電圧に対応する駆動電流が第
１コモン配線(Ｖcom1)１１から駆動ＴＦＴ２２、スイッチ用ＴＦＴ２３を経由して第２コ
モン配線(Ｖcom2)１２へ流れる。このとき、第１コモン配線(Ｖcom1)１１あるいは第２コ
モン配線(Ｖcom2)１２に、後述する電流測定回路あるいは電荷積分回路を接続することに
より、駆動電流を観測できる。シーケンス７、８では、画素２(Pixel2)が選択され、デー
タ２(Data2)が画素２の画素容量(Ｃｓ)２５にプログラミングされる。このとき、スイッ
チ用ＴＦＴ２３がオン状態であり、第１コモン配線(Ｖcom1)１１がＧＮＤレベルにあるた
め、プログラミング電圧に対応する駆動電流が第２コモン配線(Ｖcom2)１２から駆動ＴＦ
Ｔ２２、スイッチ用ＴＦＴ２３を経由して第１コモン配線(Ｖcom1)１１へ流れる。このと
き、第１コモン配線(Ｖcom1)１１あるいは第２コモン配線(Ｖcom2)１２に電流測定回路あ
るいは電荷積分回路を接続することにより、駆動電流を観測できる。このように、本実施
の形態によれば、連続して画素回路を検査することが可能となる。
【００２４】
　次に、奇数行(奇数ライン)、偶数行(偶数ライン)に分けて検査を行う場合について説明
する。
　図５は、奇数番目の画素の駆動ＴＦＴ２２の検査を順に行う場合の駆動波形を示した図
である。図４と異なるのは、セレクトパルスに同期して第１コモン配線(Ｖcom1)１１と第
２コモン配線(Ｖcom2)１２の電位を変化させていない点である。図５に示す例では、第１
コモン配線(Ｖcom1)１１をＶdd、第２コモン配線(Ｖcom2)１２をＧＮＤに接続している。
シーケンス４、５では、画素１(Pixel1)が選択され、データ１(Data1)が画素１の画素容
量(Ｃｓ)２５にプログラミングされる。このとき、スイッチ用ＴＦＴ２３がオン状態であ
り、第２コモン配線(Ｖcom2)１２がＧＮＤレベルにあるため、プログラミング電圧に対応
する駆動電流が第１コモン配線(Ｖcom1)１１から駆動ＴＦＴ２２、スイッチ用ＴＦＴ２３
を経由して第２コモン配線(Ｖcom2)１２へ流れる。このとき、第１コモン配線(Ｖcom1)１
１あるいは第２コモン配線(Ｖcom2)１２に電流測定回路あるいは電荷積分回路を接続する
ことにより、駆動電流を観測することができる。
【００２５】
　図５に示すシーケンス７、８では、画素２(Pixel2)が選択され、ダミーデータ(Dummy)
が画素２の画素容量(Ｃｓ)２５にプログラミングされる。但し、第２コモン配線(Ｖcom2)
１２がＧＮＤレベルにあるため、正常なプログラミングは行えないが、検査には影響しな
い。シーケンス１０、１１では、画素３(Pixel3)が選択され、データ３(Data3)が画素３
の画素容量(Ｃｓ)２５にプログラミングされる。このとき、スイッチ用ＴＦＴ２３がオン
状態であり、第２コモン配線(Ｖcom2)１２がＧＮＤレベルにあるため、プログラミング電
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圧に対応する駆動電流が第１コモン配線(Ｖcom1)１１から駆動ＴＦＴ２２、スイッチ用Ｔ
ＦＴ２３を経由して第２コモン配線(Ｖcom2)１２へ流れる。このとき、第１コモン配線(
Ｖcom1)１１あるいは第２コモン配線(Ｖcom2)１２に電流測定回路あるいは電荷積分回路
を接続することにより、駆動電流を観測することができる。このように、図５に示す検査
方法によれば、連続して奇数番目の画素回路２０の検査が可能となる。奇数番目画素の検
査終了後、第１コモン配線(Ｖcom1)１１をＧＮＤレベルに、第２コモン配線(Ｖcom2)１２
を電源レベル(Ｖdd)にして同様な操作を行うことにより、偶数番目の画素回路２０の検査
が可能になる。即ち、図５に示したようなシーケンスを行うことにより、検査中に第１コ
モン配線(Ｖcom1)１１および第２コモン配線(Ｖcom2)１２の電位を変化させる必要がなく
なり、電位の制御動作を簡素化することができる。
【００２６】
　次に、検査(測定)回路について説明する。
　図６は、検査工程において用いられるテスト装置１１０の構成を示した図である。ここ
では、テスト装置１１０によって、例えば図１に示すような基本回路構成を有するＴＦＴ
アレイ１００が検査される。テスト装置１１０は、記憶装置(Data Base)１１１、計算機(
PC)１１２、測定制御回路(Control Circuits)１１３、信号生成・信号測定回路(Drive/se
nse circuits)１１４、プローブ(Data probes)１１５、信号生成・信号測定回路(Drive/s
ense circuits)１１６、プローブ(Gate probes)１１７、および電源制御回路(Power cont
rol Circuits)１１８を有している。
【００２７】
　テスト装置１１０の記憶装置１１１には、検査対象となるＴＦＴアレイ１００の良・不
良判定に必要な情報や測定に必要な情報が格納されている。計算機(ＰＣ)１１２は、入力
されたデータに基づき、記憶装置１１１に格納された情報に基づいて判定処理を実行する
。測定制御回路１１３は、検査法の測定シーケンスを管理している。また、信号生成・信
号測定回路１１４,１１６は、ＡＭＯＬＥＤの駆動信号を生成すると共に、ＴＦＴアレイ
１００の測定波形を取得するアナログ回路である。この信号生成・信号測定回路１１４,
１１６に、後述する積分回路が実装される。プローブ１１５,１１７は、信号生成・信号
測定回路１１４,１１６で生成されたＡＭＯＬＥＤ駆動信号を測定対象であるＴＦＴアレ
イ１００に供給し、また、ＴＦＴアレイ１００から測定波形を取得する。電圧制御回路１
１８は、信号生成・信号測定回路１１６およびプローブ１１７を介してＴＦＴアレイ１０
０に供給される電源電圧を制御している。
【００２８】
　テスト装置１１０では、検査のための測定シーケンスが測定制御回路１１３で管理され
る。第１コモン配線(Ｖcom1)１１および第２コモン配線(Ｖcom2)１２から供給される電源
電位およびＧＮＤ電位は、測定制御回路１１３による管理の下、電圧制御回路１１８によ
って制御され、信号生成・信号測定回路１１６、プローブ１１７を経由してＴＦＴアレイ
１００に供給される。また、ＴＦＴアレイ１００の測定値は、プローブ１１７を通して信
号生成・信号測定回路１１６に入力されて観測される。観測された値は、測定制御回路１
１３によりデジタルデータに変換されて計算機１１２に入力される。計算機１１２では、
記憶装置１１１に格納された情報を参照しながら、測定データの処理、および良・不良判
定等が行われる。
【００２９】
　図７(ａ)～(ｄ)は、図６の信号生成・信号測定回路１１６に用いられる測定回路例を示
した図である。図７(ａ),(ｂ)は積分回路例、図７(ｃ),(ｄ)は電流測定回路例を示してお
り、この図７(ａ)～(ｄ)に示すような積分回路あるいは微小抵抗による電流測定回路を第
１コモン配線(Ｖcom1)１１あるいは第２コモン配線(Ｖcom2)１２に接続して測定すること
によって、スイッチ用ＴＦＴ２３を経由して流れる駆動電流を簡易に測定することができ
る。図７(ａ)は、第１コモン配線(Ｖcom1)１１あるいは第２コモン配線(Ｖcom2)１２がＧ
ＮＤレベルにある状態で測定を行うための電荷積分回路である。また図７(ｂ)は、第１コ
モン配線(Ｖcom1)１１あるいは第２コモン配線(Ｖcom2)１２がＶddレベルにある状態で測
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定を行うための電荷積分回路である。この図７(ａ),(ｂ)では、オペレーショナル・アン
プ(Operational Amplifier)１３１、キャパシタ(Ｃｉ)１３２、リセットスイッチ(ＳＷre
set)１３３が備えられている。一方、図７(ｃ)は、第１コモン配線(Ｖcom1)１１あるいは
第２コモン配線(Ｖcom2)１２がＧＮＤレベルにある状態で測定を行うための電流測定回路
である。また、図７(ｄ)は、第１コモン配線(Ｖcom1)１１あるいは第２コモン配線(Ｖcom
2)１２がＶddレベルにある状態で測定を行うための電流測定回路である。この図７(ｃ),(
ｄ)では、オペレーショナル・アンプ１３４、電流モニタ用の微小抵抗(Ｒ)１３５が設け
られている。
【００３０】
　この図７(ａ)～(ｄ)に示すような回路を使用して駆動電流を測定することにより、以下
のような検査が可能になる。
　まず、第１に、１点測定による駆動ＴＦＴ２２の電流特性評価が可能となる。ここでは
、図４のように各画素に同じビデオデータ(電圧)をプログラミングしながら、電流測定を
行う。予め設定されたＶgs(駆動ＴＦＴ２２のゲート・ソース間電圧)について、全画素の
電流測定を行うことにより、パネル(ＴＦＴアレイ１００)内の駆動ＴＦＴ２２に対するば
らつきを検査することができる。測定された電流値が、予め設定された基準範囲にある画
素は正常とみなし、基準範囲から外れた画素は不良とみなす。これにより、高速にパネル
の良・不良判定を行うことができる。
【００３１】
　第２に、複数点測定による駆動ＴＦＴ２２のＶth測定とβ測定が可能となる。ここでは
、１つの画素について、プログラミング電圧(駆動ＴＦＴ２２のＶgs)を変えながら駆動電
流を測定する。得られた測定データはＩd－Ｖgs特性を示している。このデータを分析す
ることにより、駆動ＴＦＴ２２のＶthとβなど、ＴＦＴの特性評価に有効なパラメータを
抽出することができる。
　駆動ＴＦＴ２２は飽和領域で動作させることから、ドレイン電流Ｉdは、次式で近似す
ることができる。
　　Ｉd ＝ ０.５β(Ｖgs － Ｖth)２

ここで、β ＝ μ・Ｃox・Ｗ/Ｌであり、ＴＦＴの移動度μと単位面積当りのゲート容量
Ｃox、ＴＦＴのチャネル幅Ｗとチャネル長Ｌの比で決定される値である。
【００３２】
　図８は、図７に示す回路によって測定されたＩd－Ｖgs特性からＶthとβとを推定する
方法を説明するための図である。図８では、横軸にＶgs、縦軸に(Ｉd)１/２を示している
。図８に示すように駆動ＴＦＴ２２のＶgsを変化させてドレイン電流Ｉdを測定し、その
値をプロットすると、傾きは、上式から、(０.５β)１/２となる。また、Ｉd＝０と交差
するＶgs がＶthとなる。このようにして、Ｖthとβとを推定することができる。尚、Ｖt
hとβとを全画素について求め、ばらつき評価を行うことも可能である。
【００３３】
　このように、本実施の形態では、画素回路２０に電源ＶddあるいはＧＮＤを接続するた
めの配線(通常、コモン配線と呼ぶ)を、２系統に分割し、画素の水平ライン毎あるいは垂
直カラム毎に交互に接続する構成を実現している。また、各画素回路２０では、画素電極
２６とコモン配線間に接続スイッチの役割を果たすスイッチ用ＴＦＴ２３を追加すること
により、電源を供給するためのコモン配線(例えば第１コモン配線(Ｖcom1)１１)から他方
のコモン配線(例えば第２コモン配線(Ｖcom2)１２)への電流経路を確保できるようにして
いる。検査工程では、コモン配線の一方に高電位、他方に低電位を供給した状態で、ビデ
オデータのプログラミングを行い、駆動ＴＦＴ２２に流れる電流をコモン配線で観測する
ことにより、駆動ＴＦＴ２２の特性検査を行うことができる。
【００３４】
[実施の形態２]
　実施の形態２では、プログラミングをしてから一定期間経過した後の画素容量２５の保
持特性について、その保持特性を検査可能な回路とその検査方法について説明する。尚、



(11) JP 4338131 B2 2009.10.7

10

20

30

40

50

実施の形態１と同様な機能については同様な符号を用い、ここではその詳細な説明を省略
する。以下、本明細書で説明する実施の形態について、全て同様である。
【００３５】
　図９は、２ＴＦＴ構成電圧プログラミング方式の画素回路に本発明を適用する例を示し
た図であり、図２３(ａ)に示すブロディ回路への応用例である。接続スイッチであるスイ
ッチ用ＴＦＴ２３のゲート３１が、直前ラインの画素のセレクト線１４に接続されるとこ
ろが、図１に示す例と異なる。図９に示すSel0は、ダミーのセレクト線１４であり、画素
１(Pixel1)のゲート３１がSel0に接続され、画素２(Pixel2)のゲート３１が直前ラインで
あるSel1に接続され、画素３(Pixel3)のゲート３１が直前ラインであるSel2に接続されて
いる。表示を行う通常駆動は、図３にて説明したものと同様に行う。また、スイッチ用Ｔ
ＦＴ２３のゲート３１が前のラインのセレクト線１４に接続されているため、プログラミ
ングをしてから一定期間経過したのちの画素容量２５の保持特性を検査することができる
。
【００３６】
　図１０は、図９の回路によって保持特性を検査するための駆動波形の一例を示した図で
ある。この図１０では、まず、第１コモン配線(Ｖcom1)１１を電源電位にし、第２コモン
配線(Ｖcom2)１２をＧＮＤ電位にした後、図３に従ってプログラミングしたのち、保持特
性を検査する。即ち、図１０では、プログラミングをして、図１０に示すように駆動する
ことにより、保持特性の検査が可能となる。このとき、画素１(Pixel1)、画素３(Pixel3)
…と奇数行目の画素が検査され、この後、第１コモン配線(Ｖcom1)１１をＧＮＤ電位にし
、第２コモン配線(Ｖcom2)１２を電源電位にすることで、偶数行目の画素を検査すること
ができる。
【００３７】
　図１１は、図９の回路によって保持特性を検査するための他の検査方法による駆動波形
の一例を示した図である。図１１では、図３に従ってプログラミングを行った後、第１コ
モン配線(Ｖcom1)１１と第２コモン配線(Ｖcom2)１２とを相互に切り替えることで、画素
を垂直方向に順次、検査することが可能となる。即ち、セレクト線１４の中で、Sel0のセ
レクトパルスにて画素１(Pixel1)を検査でき、Sel1のセレクトパルスにて画素２(Pixel2)
、Sel2のセレクトパルスにて画素３(Pixel3)、Sel3のセレクトパルスにて画素４(Pixel4)
等、垂直方向に順次、画素を検査することができる。
【００３８】
　図１２は、図９の回路を用いた別の検査方法による駆動波形の一例を示した図であり、
プログラミングに続けて検査を行うことを可能としている。セレクト線１４によるセレク
トパルスは、図１１の場合とは逆向きにシフトされている。セレクトパルス幅を調整する
ことにより、駆動電流の変化をプログラミング直後から観測できる。例えば、セレクト幅
を大きくすることにより、画素容量２５の保持特性の検査が可能になる。このように、図
１２に示す検査方法によれば、プログラミングしながら保持特性を検査することが可能と
なる。尚、図９に示す例では、接続スイッチであるスイッチ用ＴＦＴ２３のゲートを直前
のラインのセレクト線１４につないだが、もう一段前のセレクト線１４に接続しても良く
、次段のセレクト線１４に接続するように構成することもできる。
【００３９】
[実施の形態３]
　実施の形態３では、実施の形態１および実施の形態２と異なり、接続スイッチのゲート
が、ドレイン(画素電極２６)に接続されており、接続スイッチがダイオードとして機能し
ている点に特徴がある。
　図１３は、２ＴＦＴ構成電圧プログラミング方式の画素回路に応用した他の例を示した
図である。ここでは、スイッチ用ＴＦＴ２３の代わりにダイオード３２が用いられており
、接続スイッチ(ダイオード３２)のゲートが接続スイッチのドレインに接続されている。
表示を行う通常駆動では、第１コモン配線(Ｖcom1)１１と第２コモン配線(Ｖcom2)１２と
が電源電圧にあり、画素電極２６に比べて高電位となることから、ダイオード３２は逆バ
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イアスされ、オフ状態になる。従って、図３と同じ駆動方法で通常駆動が可能となる。一
方、検査時では、ダイオード３２が接続されるコモン配線が画素電極２６に比べて低電位
となることから、ダイオード３２はオン状態となり、駆動ＴＦＴ２２の電流経路が構成さ
れる。
【００４０】
　図１４は、図１３に示す回路を検査するための駆動波形を示した図である。ここでは、
図３に示す通常駆動で、検査前に全画素を消灯状態にしておく。シーケンス４～８で画素
１(Pixel1)が選択され、シーケンス４～５で検査のための電圧をプログラミングしながら
駆動電流測定を行う。プログラミング電圧を変化させることにより、駆動ＴＦＴ２２のＩ
d－Ｖgs特性が得られる。画素１(Pixel1)の検査後、シーケンス７～８で、画素１(Pixel1
)を消灯状態に戻し、画素２(Pixel2)の検査を開始する。この操作を繰り返すことにより
、全画素の検査が可能になる。
【００４１】
　図１５は、図１３に示す回路の保持特性を検査する駆動波形を示した図である。例えば
測定制御回路１１３等のパネル駆動回路(外部ドライバ回路あるいはパネル上に形成され
たドライバ回路)が、制御信号としてセレクトパルスの波形調整機能(通常、OutputEnable
、ＯＥ等と呼ぶ)を有している場合、図１５のシーケンス６～７に示すように、セレクト
パルスの一部を切り取る等、セレクトパルスの波形を調整することができる。シーケンス
６～７では、画素１(Pixel1)にプログラミングを行った後、セレクト用ＴＦＴ２４をオフ
状態にしている。この期間中に駆動電流測定を行えば、駆動電流の時間変化を観測でき、
画素容量２５の保持特性を検査(観測)することが可能になる。
【００４２】
[実施の形態４]
　実施の形態４では、実施の形態１および実施の形態２を組み合わせ、２つの接続スイッ
チ(スイッチ用ＴＦＴ２３と他のＴＦＴ)により、セレクト線１４を２ラインずつ選択する
点に特徴がある。
　図１６は、２ＴＦＴ構成電圧プログラミング方式の画素回路(Brody回路)に本実施の形
態を適用した例を示した図である。ここでは、第１の接続スイッチであるスイッチ用ＴＦ
Ｔ２３に、第２の接続スイッチである第２スイッチ用ＴＦＴ３３が直列に設けられ、ＡＮ
Ｄ回路を構成している。スイッチ用ＴＦＴ２３のゲートは、その画素のセレクト線１４に
接続されており、第２スイッチ用ＴＦＴ３３のゲートは前のラインのセレクト線に接続さ
れている。接続スイッチとしてスイッチ用ＴＦＴ２３だけの場合、プログラミングの間、
接続スイッチ(スイッチ用ＴＦＴ２３)がＯＮになるため、ＯＬＥＤ２１にはフルオンのと
きと同じ電流が流れてしまい、一瞬だけ輝度が上がってしまう。結果として、コントラス
トを下げてしまい、表示品質を低下させる原因となる。これを防ぐために、接続スイッチ
を２つ直列にし、第１の接続スイッチであるスイッチ用ＴＦＴ２３のゲートを選択画素の
セレクト線１４に、第２の接続スイッチである第２スイッチ用ＴＦＴ３３のゲートを前の
ラインのセレクト線１４に接続するように構成している。
【００４３】
　図３に示したような通常動作では、セレクトパルスは１つだけ流れるので、２つのセレ
クト線１４が同時に選択されることはない。従って直列につないだ接続スイッチ(スイッ
チ用ＴＦＴ２３と第２スイッチ用ＴＦＴ３３)は同時にＯＮにはならず、プログラミング
の間にＯＬＥＤ２１に大きな電流が流れることはない。従って、検査時には、セレクトパ
ルスを続けて２つ流すことで、接続スイッチをオン状態にする。このとき、第１コモン配
線(Ｖcom1)１１および第２コモン配線(Ｖcom2)１２の一方を電源とし、一方をＧＮＤ電位
とする。
【００４４】
　図１７は、図１６の回路を検査する場合の駆動波形の一例を示した図である。第１コモ
ン配線(Ｖcom1)１１を電源電位とし、第２コモン配線(Ｖcom2)１２をＧＮＤ電位にして検
査を行う。図１７に示す駆動波形では、奇数行の画素の検査が行える。このとき、偶数行



(13) JP 4338131 B2 2009.10.7

10

20

30

40

50

の画素に駆動ＴＦＴ２２のオフ電位をデータとして書き込めば電流は観測されないが、仮
にオン電位を書き込んだとしても、駆動ＴＦＴ２２を逆方向に流れる電流が観測されるだ
けであり、タイミングで区別することが可能である。この操作によって奇数行の検査が終
了した後、第１コモン配線(Ｖcom1)１１をＧＮＤ電位とし、第２コモン配線(Ｖcom2)１２
を電源電位にして同様に繰り返すことで、偶数行の画素を検査することができる。
【００４５】
　図１８は、図１６の回路を検査する場合の他の駆動方法による駆動波形を示した図であ
る。ここでも同様に、セレクトパルスを続けて２つ入れて接続スイッチをオン状態にする
。しかしこのとき、図１８に示すように、選択されるラインが変わる度に、第１コモン配
線(Ｖcom1)１１と第２コモン配線(Ｖcom2)１２とを一方が電源電位で一方がＧＮＤ電位に
なるように交互に入れ替える。これによって、順次、画素を検査することが可能となる。
尚、第１コモン配線(Ｖcom1)１１と第２コモン配線(Ｖcom2)１２の動作制御は、例えば、
図６に示した電源制御回路１１８によって実行される。
【００４６】
[実施の形態５]
　実施の形態５では、実施の形態４とは異なり、１つの接続スイッチ(スイッチ用ＴＦＴ
２３)とダイオード３４とを直列につないだ点に特徴がある。
　図１９は、(スイッチ用ＴＦＴ２３)とダイオード３４が直列に接続された例を示した図
である。実施の形態３に示す図１３では、ダイオード３２が１つだけ接続された例を示し
ているが、この図１３に示す例の場合、図１４および図１５のシーケンスに示されている
ように、選択画素を検査したのち、消灯のためオフ電位をプログラミングしなければなら
なかった。一方、図１９に示す本実施の形態では、ダイオード３４をスイッチ用ＴＦＴ２
３に直列に接続し、検査を終えた画素のデータの状態によらず、確実に接続部分を切り離
すための機能を付加した点に特徴がある。スイッチ用ＴＦＴ２３のゲートを選択画素のセ
レクト線１４に接続することで、セレクトパルスによるスイッチが可能となり、検査シー
ケンスがより平易になる。また、実施の形態４に比べ、使用するＴＦＴの数は同じだが、
配線の数を減らすことができ、画素回路のレイアウトがより簡易となる。
【００４７】
　図１９に示す回路において、通常駆動時は、図３に示したものと同様の方法で駆動され
る。検査時には、第１コモン配線(Ｖcom1)１１と第２コモン配線(Ｖcom2)１２の一方を電
源電位にし、もう一方をＧＮＤ電位にして駆動される。図１９に示す回路における電流測
定時の駆動波形は図５と同じである。例えば、第１コモン配線(Ｖcom1)１１が電源電位で
第２コモン配線(Ｖcom2)１２がＧＮＤ電位の場合には、セレクト線１４の中でSel1、Sel3
などの奇数番目のラインを検査することができる。この操作の後、第１コモン配線(Ｖcom
1)１１をＧＮＤ電位に、第２コモン配線(Ｖcom2)１２を電源電位にして繰り返すことで偶
数番目のラインを検査することができる。
【００４８】
　第１コモン配線(Ｖcom1)１１および第２コモン配線(Ｖcom2)１２の電位を交互に、一方
が電源電位、一方がＧＮＤ電位になるように切り替えながら測定する場合の駆動波形は図
４と同じである。かかる場合、図１４に示した駆動波形とは異なり、接続スイッチである
スイッチ用ＴＦＴ２３によって検査用の接続を遮断することができるため、消灯のための
プログラミングが必要ない。そのため、高速に測定することができる。尚、スイッチ用Ｔ
ＦＴ２３およびダイオード３４は直列であればよく、その位置関係は逆になってもよい。
また、スイッチ用ＴＦＴ２３のゲートは、前のラインあるいは次のラインのセレクト線１
４につないでもよい。その場合は、セレクトパルスの与え方を変えることが必要である。
【００４９】
[実施の形態６]
　実施の形態６では、図２３(ｂ)に示したDawsonの回路に、本発明を適用した場合につい
て説明する。
　図２０は、Dawsonの回路に本発明を適用した場合の回路図を示している。ここでは、セ
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レクト用ＴＦＴ(Ｔ１)６１、駆動ＴＦＴ(Ｔ２)６２、Ｖｔ補正用ＴＦＴ(Ｔ３)６３、電流
制御用ＴＦＴ(Ｔ４)６４、検査用接続スイッチ(Ｔ５)６５の５つのＴＦＴが設けられ、Ｏ
ＬＥＤ２１を駆動している。また、画素容量(Ｃ１)６７、画素容量(Ｃ２)６８を有してい
る。実施の形態６では、前述の実施の形態１～５と同様に、コモン配線を第１コモン配線
(Ｖcom1)１１と第２コモン配線(Ｖcom2)１２との２系統に分割している。また、駆動ＴＦ
Ｔ(Ｔ２)６２、電流制御用ＴＦＴ(Ｔ４)６４と直列に、検査用接続スイッチ(Ｔ５)６５が
接続され、この検査用接続スイッチ(Ｔ５)６５によって、駆動ＴＦＴ(Ｔ２)６２に検査用
電流経路が与えられている。検査用接続スイッチ(Ｔ５)６５は、実施の形態２、実施の形
態３、実施の形態４および実施の形態５と同様に、検査用接続スイッチ(Ｔ５)６５のゲー
トを別のセレクト線１４につないだり、検査用接続スイッチ(Ｔ５)６５を直列に複数個、
配置することや、あるいはダイオードと検査用接続スイッチ(Ｔ５)６５とを直列に配置す
ることも可能である。
【００５０】
[実施の形態７]
　実施の形態７では、図２３(ｃ)に示したDawsonの回路に、本発明を適用した場合につい
て説明する。
　図２１は、Dawsonの回路に、本発明を適用した場合の回路図を示している。ここでは、
Ｔ１～Ｔ５の５つのＴＦＴ７１～７５のうち、駆動ＴＦＴ(Ｔ２)７２と直列に検査用接続
スイッチ(Ｔ５)７５が接続されており、また画素容量(Ｃｓ)７６を有している。前述の実
施形態と同様に、コモン配線を第１コモン配線(Ｖcom1)１１と第２コモン配線(Ｖcom2)１
２との２系統に分割し、検査用接続スイッチ(Ｔ５)７５によって駆動ＴＦＴ(Ｔ２)７２に
検査用電流経路が与えられている。検査用接続スイッチ(Ｔ５)７５は、実施の形態２、実
施の形態３、実施の形態４および実施の形態５と同じように、検査用接続スイッチ(Ｔ５)
７５のゲートを別のセレクト線１４につないだり、検査用接続スイッチ(Ｔ５)７５を直列
に複数配置したり、あるいはダイオードと検査用接続スイッチ(Ｔ５)７５を直列に接続し
てもよい。
【００５１】
[実施の形態８]
　実施の形態８では、図２３(ｄ)に示したカレントミラー方式４ＴＦＴ構成プログラミン
グ回路に、本発明を適用した場合について説明する。
　図２２は、カレントミラー方式４ＴＦＴ構成プログラミング回路に、本発明を適用した
場合の回路図を示している。ここでは、Ｔ１～Ｔ５の５つのＴＦＴ８１～８５のうち、駆
動ＴＦＴ(Ｔ２)８２と直列に検査用接続スイッチ(Ｔ５)８５が接続されている。また画素
容量(Ｃｓ)８６を有している。前述の実施形態と同様に、コモン配線を第１コモン配線(
Ｖcom1)１１と第２コモン配線(Ｖcom2)１２との２系統に分割し、検査用接続スイッチ(Ｔ
５)８５によって駆動ＴＦＴ(Ｔ２)８２に検査用電流経路が与えられている。検査用接続
スイッチ(Ｔ５)８５は、実施の形態２、実施の形態３、実施の形態４および実施の形態５
と同じように、検査用接続スイッチ(Ｔ５)８５のゲートを別のライト線(Write)につない
だり、検査用接続スイッチ(Ｔ５)８５を直列に複数配置したり、ダイオードに代えたり、
あるいはダイオードと検査用接続スイッチ(Ｔ５)８５の直列にすることも可能である。
【００５２】
　以上、詳述したように、実施の形態１～実施の形態８では、従来、１つの配線であった
コモン配線を２系統に分割し、水平ライン毎あるいは垂直カラム毎に交互に異なるコモン
配線で画素回路に電源あるいはＧＮＤを接続する構成を採用した。そして、ＴＦＴアレイ
１００(図６参照)の検査時には、２つのコモン配線に異なる電位を印加し、片方のコモン
配線から他方のコモン配線への電流経路を構成することにより、ＯＬＥＤ駆動ＴＦＴの特
性検査を可能にしている。実施の形態１～実施の形態８に記載した方式によれば、新たな
検査用配線を導入する必要がないため、画素回路レイアウトへの影響を小さくすることが
できる。特に、ボトムエミッション(裏側表示)方式のＯＬＥＤパネルでは、各画素のＯＬ
ＥＤ発光部面積の縮小を小さく留めることが可能である。また、本方式を採用したＯＬＥ
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Ｄパネルでは、ＴＦＴアレイ単体でＯＬＥＤ駆動ＴＦＴのＶthやβのパラメータ推定、Ｉ
d－Ｖgs特性などの測定を容易に行うことが可能であり、ＯＬＥＤ実装前に不良ＴＦＴア
レイを排除することが可能となる。即ち、実施の形態１～実施の形態８を説明する回路図
では、説明の容易のために全てＯＬＥＤ２１が実装された状態が示されているが、これら
の実施の形態によれば、ＯＬＥＤ２１の実装前であってもＯＬＥＤ駆動ＴＦＴを検査する
ことが可能である。
【００５３】
　最後に、実施の形態１～実施の形態８に示したようなＯＬＥＤパネルの製造方法につい
て説明する。
　本実施の形態が適用されるＯＬＥＤパネルの製造方法は、ＯＬＥＤ２１の駆動回路であ
るＴＦＴアレイ１００(アクティブマトリックスパネル)を生成するアレイ工程と、生成さ
れたＴＦＴアレイ１００単体で機能テストを行う検査工程を有している。この検査工程で
は、アレイ工程により生成されたアクティブマトリックスパネルにおける第１コモン配線
(Ｖcom1)１１および第２コモン配線(Ｖcom2)１２の何れか一方に高電位、他方に低電位を
供給した状態でビデオデータのプログラミングを行い、駆動ＴＦＴ２２(６２,７２,８２)
に流れる電流を観測することにより検査が行われる。この検査工程で不良品であると判断
されるＴＦＴアレイ１００は、次工程に移行させずに排除される。良品であると判断され
るＴＦＴアレイ１００については、ＴＦＴアレイ１００上にＯＬＥＤ２１を形成するセル
工程を経て、最終検査工程に移行する。この最終検査工程にて、最後に良品と不良品とが
振り分けられる。本実施の形態では、セル工程の前に検査工程を設けることで、ＯＬＥＤ
２１を載せる前に、駆動ＴＦＴ２２(６２,７２,８２)のばらつきの大きいＴＦＴアレイ１
００を排除することが可能となる。検査対象としては、例えばＰＨＳや携帯電話などの表
示画面に用いられるアクティブマトリックス(ＡＭ)パネルの他、各種ＡＭＯＬＥＤパネル
が挙げられる。
【産業上の利用可能性】
【００５４】
　本発明の活用例としては、ＥＬ素子を実装するためのＴＦＴアレイ、ＥＬ素子が実装さ
れた表示パネルへの適用等が考えられる。
【図面の簡単な説明】
【００５５】
【図１】本実施の形態が適用されるＡＭＯＬＥＤの基本回路構成を示した図である。
【図２】コモン配線の基本構成を示した図である。
【図３】図１に示す基本回路における通常の表示動作時の駆動波形を示した図である。
【図４】図１に示す基本回路にて、各画素回路における駆動ＴＦＴの検査を順に行う場合
の駆動波形を示した図である。
【図５】奇数番目の画素の駆動ＴＦＴの検査を順に行う場合の駆動波形を示した図である
。
【図６】検査工程において用いられるテスト装置の構成を示した図である。
【図７】(ａ)～(ｄ)は、図６の信号生成・信号測定回路に用いられる測定回路例を示した
図である。
【図８】図７に示す回路によって測定されたＩd－Ｖgs特性からＶthとβとを推定する方
法を説明するための図である。
【図９】２ＴＦＴ構成電圧プログラミング方式の画素回路に本発明を適用する例を示した
図である。
【図１０】図９の回路によって保持特性を検査するための駆動波形の一例を示した図であ
る。
【図１１】図９の回路によって保持特性を検査するための他の検査方法による駆動波形の
一例を示した図である。
【図１２】図９の回路を用いた別の検査方法による駆動波形の一例を示した図である。
【図１３】２ＴＦＴ構成電圧プログラミング方式の画素回路に応用した他の例を示した図
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【図１４】図１３に示す回路を検査するための駆動波形を示した図である。
【図１５】図１３に示す回路の保持特性を検査する駆動波形を示した図である。
【図１６】２ＴＦＴ構成電圧プログラミング方式の画素回路(Brody回路)に本実施の形態
を適用した例を示した図である。
【図１７】図１６の回路を検査する場合の駆動波形の一例を示した図である。
【図１８】図１６に示す実施の形態４の回路において、プログラミングと同時に検査を行
うときの駆動波形を示した図である。
【図１９】接続スイッチとダイオードが直列に接続された例を示した図である。
【図２０】Dawsonの回路に本発明を適用した場合の回路図である。
【図２１】Dawsonの回路に、本発明を適用した場合の回路図である。
【図２２】カレントミラー方式４ＴＦＴ構成プログラミング回路に、本発明を適用した場
合の回路図である。
【図２３】(ａ)～(ｄ)は、ＯＬＥＤ用の各種画素回路の例を示した図である。
【符号の説明】
【００５６】
１１…第１コモン配線(Ｖcom1)、１２…第２コモン配線(Ｖcom2)、１３…データ線(Data)
、１４…セレクト線(Sel)、２０…画素回路、２１…ＯＬＥＤ(Organic Light Emitting D
iode)、２２,６２,７２,８２…駆動ＴＦＴ、２３…スイッチ用ＴＦＴ、２４,６１…セレ
クト用ＴＦＴ、２５…画素容量(Ｃｓ)、２６…画素電極、３１…ゲート、３２,３４…ダ
イオード、３３…第２スイッチ用ＴＦＴ、６４…電流制御用ＴＦＴ、６５,７５,８５…検
査用接続スイッチ

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】 【図１０】



(19) JP 4338131 B2 2009.10.7
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【図１３】 【図１４】
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【図１７】 【図１８】
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【図２１】 【図２２】
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